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[57]申請專利範圍
1.　一種二倍供應電壓共容邏輯電路，其用以對至少一輸入訊號執行一邏輯運算，並產生至
少一對應輸出訊號，該邏輯電路包含：一電壓轉換器，該至少一輸入訊號係直接輸入該

電壓轉換器，該電壓轉換器係將該至少一輸入訊號轉換為對應之至少一第一訊號以及至

少一第二訊號，其中該第一訊號係位於一第一電壓範圍之內，而該第二訊號係位於一第

二電壓範圍之內，且該第二電壓範圍係具有一高於該第一電壓範圍之電壓；一拉低邏輯

路徑，用以執行該邏輯電路之上述邏輯運算中至少一部份，該拉低邏輯路徑接受來自該

電壓轉換器之該至少一第一訊號為其輸入，並產生一第一輸出，其中該第一輸出位於該

第一電壓範圍之內；一拉高邏輯路徑，用以執行該邏輯電路之上述邏輯運算中至少一部

份，該拉高邏輯路徑接受來自該電壓轉換器之該至少一第二訊號為其輸入，並產生一第

二輸出，其中該第二輸出位於該第二電壓範圍之內；以及一輸出級，用以接受該第一輸

出訊號及該第二輸出訊號，藉以產生該邏輯電路之該輸出，該輸出之操作電壓包括，該

第一電壓範圍及該第二電壓範圍。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之二倍供應電壓共容邏輯電路，其中該第一電壓範圍之最高
電壓，在功能上等於該第二電壓範圍之最低電壓。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之二倍供應電壓共容邏輯電路 ，其中該輸出級包含一第一電
晶體，其以一第一端子電性連接至該第一輸出，以及一第二電晶體，其以一第一端子電

性連接至該第二輸出；其中該第一電晶體之第二端子及該第二電晶體之第二端子，係彼

此電性連接以提供該輸出訊號。
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4.　如申請專利範圍第 3項所述之二倍供應電壓共容邏輯電路，其中該第一電晶體之基體端
子，係電功能性連接至該第一電壓範圍之該最低電壓，且該第二電晶體之基體端子，係

電功能性連接至該第二電壓範圍之該最高電壓；其中該第一及第二電晶體為相對之電氣

種類，且該第一電晶體之閘及該第二電晶體之閘，係電性連接至一功能上等於該第一電

壓範圍之該最高電壓。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之二倍供應電壓共容邏輯電路，其中該邏輯運算為一邏輯
NOT運算，其中：該拉低邏輯路徑包含屬於相對電氣種類之一第三電晶體，以及一第四
電晶體，該第三電晶體及該第四電晶體之閘，係電性連接至該第一訊號，該第三電晶體

及該第四電晶體之第一端子分別電功能性連接至該第一電壓範圍，及該第二電壓範圍之

最低電壓，且該第三及第四電晶體之第二端子，係彼此電性連接以提供該第一輸出；以

及該拉高邏輯路徑包含屬於相對電氣種類之一第五電晶體以及一第六電晶體，該第五電

晶體及該第六電晶體之閘，係電性連接至該第二訊號，該第五電晶體及該第六電晶體之

第一端子，係分別電功能性連接至該第一電壓範圍及該第二電壓範圍之最高電壓，且該

第五及第六電晶體之第二端子，係彼此電性連接以提供該第二輸出。

6.　如申請專利範圍第 4項所述之二倍供應電壓共容邏輯電路，其中該邏輯運算為一邏輯性
NAND運算，其具有至少二輸入，該邏輯電路具有至少二對應電壓轉換器，以便該至少
二輸入提供複數個對應第一訊號及第二訊號，其中：該拉低邏輯路徑包含複數個電晶

體，其利用該些第一訊號為輸入，在該第一電壓範圍之內執行一 NAND邏輯運算；以及
該拉高邏輯路徑包含複數個電晶體，其利用該些第二訊號為閘輸入在該第二電壓範圍之

內，執行一 NAND邏輯運算。
7.　如申請專利範圍第 4項所述之二倍供應電壓共容邏輯電路，其中該邏輯運算為一邏輯性

NOR運算，其具有至少二輸入，該邏輯電路具有至少二對應電壓轉換器，以便該至少二
輸入提供複數個對應第一訊號及第二訊號，其中：該拉低邏輯路徑包含複數個電晶體，

其利用該些第一訊號為閘輸入在該第一電壓範圍之內，執行一 NOR邏輯運算；以及該
拉高邏輯路徑包含複數個電晶體，其利用該些第二訊號為閘輸入在該第二電壓範圍之

內，執行一 NOR邏輯運算。
圖式簡單說明

第 1圖：具有 PVT補償之輸出入(I/O)電路的方塊圖。
第 2圖：為第 1圖所示之 PVT變化偵測器的電路圖。
第 3圖：二倍供應電壓共容換流器實施例之電路圖。
第 4圖：為用於二倍供應電壓共容邏輯閘之電壓轉換器實施例的電路圖。
第 5圖：說明二路輸入二倍供應電壓共容邏輯閘的輸入訊號。
第 6圖：為二路輸入二倍供應電壓共容 NAND閘實施例之電路圖。
第 7圖：為二路輸入二倍供應電壓共容 NOR閘實施例之電路圖。
第 8圖：說明三路輸入二倍供應電壓共容邏輯閘輸入訊號之實施例。
第 9圖：為三路輸入二倍供應電壓共容 NAND閘實施例之電路圖。
第 10圖：為三路輸入二倍供應電壓共容 NOR閘實施例之電路圖。
第 11圖：為二倍供應電壓共容輸出入緩衝器實施例之電 路圖。
第 12圖：為具有 PVT補償之二倍供應電壓共容輸出入緩衝器 3位元控制訊號實施例之電

路圖。

第 13圖：為具有 PVT補償之二倍供應電壓共容輸出入緩衝器 4位元控制訊號實施例之電
路圖。

第 14圖：顯示一 8轉 3編碼器實施例之真值表。

(2)
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第 15圖：顯示無 PVT補償之二倍供應電壓共容輸出入緩衝器實施例的模擬輸出壓擺率。
第 16圖：使用 3位元控制訊號具有 PVT補償之二倍供應電壓共容輸出入緩衝器實施例的

模擬輸出壓擺率。

第 17圖：為換流器電路元件之邏輯表。
第 18圖：為 NAND閘電路元件之邏輯表。
第 19圖：為另一 NOR閘電路元件之邏輯表。
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